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我々はフォトニック結晶スローライト変調器を開発してきた．そして前々回，スローライトの

高 ngによる位相変化量の増大を報告した[1]．しかし ngを大幅に変えることができなかったた

め，特性が不明瞭であった．今回は分散があるフォトニック結晶導波路 (PCW) を用いて，広範囲

の ngに対する消光比 ER，，レスポンスの ng依存性を評価した．また高 ngにおけるスローラ

イトと RF信号の位相不整合を予想し，これを回避するためのメアンダライン電極を検討した． 

格子シフトがない PCWを搭載した図 1(a)の変調器は，図 2のような ngスペクトル (青色) を示

した．Vpp = 2.0 V, Vpp =  1.1 V (いずれも PPGの表示値) で変調を行った結果，ngに対応して ER が

増大した (黒丸) ．図 3はこれらの ERから算出したを示しており，ngにほぼ比例して増加する

ことが確認された． 

次にネットワークアナライザで同デバイスの EO レスポンスを測定した．図 4 の黒線は図 1(a)

のデバイスの ngに対する 3-dB 遮断周波数 f3dBである．ng < 35では主にコプレーナ電極の特性に

より制限され，20 GHz程度となった．一方，ng > 35 で f3dBが急激に低下した．これは位相不整合

による低速化と思われる．そこで位相不整合の回避を狙ったメアンダライン電極をもつ変調器も

製作した．図 4の緑線と赤線がそれぞれ図 1(b), (c)のデバイスに対する f3dBである．メアンダライ

ンによって RF 信号を遅らせることで，大きな ng

に対する f3dBの低下率が減少し，ng > 50 では通常

電極の f3dBを上回った．ただし電極構造が最適化さ

れていないため，ng が小さい領域でも f3dB < 10 

GHz と小さかった．インピーダンス整合と RF 信

号の低速化が報告されている T 字型電極[2]を併用

することで，高 ngにおける高速化が期待される． 

 なお，本研究は NEDO「光エレ実装プロジェク

ト」の援助を得て行われた． 

 

参考文献 

[1] 雛倉陽介ら, 春季応物 (2014) 18p-A18-5. 

[2] R. Ding, et al., J. Lightwave. Technol., 32 (2014) 

1602.  

図 1 製作したデバイス．(a) 通常電極．位相シ

フタ長 L = 200 m．(b) メアンダライン．L = 500 

m．遅延線長 Ldelay = 2116 m．(c) メアンダライ

ン．L = 500 m． Ldelay = 3278 m． 

図 2 ng (青線) と ER (黒丸) の波長依存性． 図 3 ngに対する． 図 4 ngに対する f3dB． 
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